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1. 研究背景 

 我々の研究グループでは光検出を用いたバ

イオセンサーの研究を行っている[1,2]。高い

Signal/Noise 比、電気的 Noise が少ない反面 Si

は、温度変化に弱いという欠点がある。そこで

差動 Si リング光共振器センサーを利用するこ

とで温度依存性を減少させる試みを行った。図

1 のように片側のリングの出力部に位相シフ

タを設けることで、2 つのリングの差動出力を

得る構造となっている。実際のサンプル画像が

図 2 であり、これを用いて温度特性を測定した。 

 

2．実験方法. 結果 

 サンプルは SOI 基板を用いて、EB リソ、ド

ライエッチングによって作製し、温度特性を測

定した。その結果が図 3 である。温度変化と共

に光出力、共振波長、両方が変化していること

が分かる。 

 

3．考察、まとめ 

 共振波長は 0.06nm/℃変化した。この結果は、

非差動の場合とまったく同じである[3]。光出

力は構造が完全対称の場合、温度に依らないは

ずだが、測定結果では図のように変化している。 

これは図 1 のような構造では、位相シフタがあ

るため、その温度依存性が表れていると考えら

れる。改善法として、図 4（a）のようなリン

グを直列に並べた対称構造にすることで温度

依存性が減少すると考えられる。直列の場合、

検体濃度が 0%で出力が最大となるので微小変

化を確認する必要がある。そのための、オフセ

ット成分を除去後、増幅する回路が出力部に必

要となる。 

 

 

 

 

 
図 1. 差動 Si リング光共振器センサー概略図 

 
図 2. 差動 Si リング光共振器 SEM 画像 

 
図 3. 差動 Si リング光共振器温度特性 

         

(a)概略図      (b)波形概略図 

図 4. 直列差動 Si リング共振器 
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